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562 y SeS en KI; etc. Los bitios de datos se slmscenan me-

- orden de ZLO—2 Segundos. Como los datos se pierden cusndo sd

Hoja nfim. 1

Ambito de 1ls invencibdn

Esta invencidn se refiere g sistemss de almacg
namiento o memoris de datos, 4pticos y, mds en particulsr,
s sistemss de memoria que incluyen 1ls dimensidn de frecuep
cis.

Breve descripcibén de la técnica anterior

La pstente de Estados Unidos 3.896.420, de 8z3
bo, deéoribe un sistems de memoris de dstos optico que u-
tilize 1s dimensiéﬁ de frecuencis pars sumentsr significs-
tivemente la capscidad de memoria. E1l sistemsa de Szabo in-
cluye un bloque de materisl que puede experimentar saturs-

cibn 6ptics y que muestrs un enssnchsmiento de linea de ab

sorcidén no homogénes, Ejemplos de msterisles que pueden serl

utilizsdos en este sistems son el rubi con impurezss de

cromo; el 6xido megnésico con impurezss de cromo; 0Oy, S,

diante saturscidn Optice selective provocsds por un lésew
de alta intensidsd de bsnde estrechs, es decir produciendo
un hueco, pars frecuenciss espécificas dentro de la linee
snchs no homogénes. La ssturscidn bptics es un fenbmeno £
sico que tiene lugsr solamente psars elevades intensidades
luminosas y que implica a8 los estados excitsdos de &tomos
idénticos que estdn en un medio smbiente ligersmente.dife-
rente. Los bitios de dastos saturados Opticsmente de Szabo
son permanentes mientras el bloque no esté expuesto al 15-
ser de bands snchs intenso., Tsn pronto como se desconects
o retirs ls intenss luz procedente del léser de bsnds anchs

la durscidn de los bitios de datos en el material es del
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—desconects la energls o ls luz, el sisteme se clasificaris
como un sistems de memoris no permsnente.

Resumen de ls invenciédn

Un objebo principal de ests invencidn es pro-
porcioner un sistems de memoris de datos bSptico mejorsdo.

Todsvis otro objeto de este invencibdn es pro-
porcionar un dispositivo de memoris &ptico selecctivo de frg
cuencia,

Todavie otro objeto més de ests invencidn es
proporcionér un sistems de memoris nc permsnente.

Un objeto adicionsl de ests invencidn es pro-
porcionsr un sistems de memoris reversible.

Otro objeto de este invencién es proporcionar
un sistems de memoris de detos tridimensional mejorsdo.

Otro objeto sdicional de esta invencidn es vro-
porcionsr uns cusrts dimensidn & une memorisz hologrdfics
tridimensional.

Todsvia otro objeﬁo gdicional de ests invencidn
es proporcionsr un método mejorsdo de slmacensmiento de aa—
tos.

Estos y otros objebtos se reslizsn medisnte un
sistems y método de slmacensmiento de datos dptico, que ubil
liza la dimensibén de frecuencia. El sistems incluye un ma-
terisl de memoris, por ejemplc, en forma de un bloque, des-
tinasdo s experimentsr uns resccidn inducide por 1s luz, por
exposicidn o la luz, y que muestrs un ensanchemiento de la
lines de absorcidn no homogénes. E1 msterisl experiments
uno reaccidén fotocrdmice o uns reaccidén fotoquimics. Ejem—
plos de tales moterisles son la porfirins de base libre

(HEP) y la tetrazina. Los bitios de dastos se almacensn me-
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L —disnte reacciones selectivas inducidss por la luz, inducidfs
por un léser de bands estrechs pasrs frecuenciss especifi-
cas dentro de la lines snchs no homogénes. Le duracidn de |

estos bitios de dastes inducidos por ls luz, es del orden

1

de oiios, de tal msners que proporcionsn un sistems de memo
ria permsnente. En uns reslizacidn preferids, se seleccio-
na un materisl de t8l msners que la resccidn inducids por

ls 1luz pueds hacerse reversible, permitiendo de este modo,
si se deses, borrsr los bitios de datos.

10 ) . Otros objetos de esta invencidn sersdn evidentes
8 partir de la memorisa detsllads que sigue, haciendo refe-
rencis 8l divujo que se»acompaﬁa, en el cusl se muestrs ls
realizacidn especifics de leg invencidn,

Breve descripcidn de los dibujos

15 Lo figure 1 es una vists esquemdtica del siste+
ma de memoria o élmacenamiento de datos, que incluye: medio
pars escribir y leer.

Lo figurs 2 ilustra un ejemplo de uns salidéfdé
l4ser para tres frecuenciss especificas.

20 I figura 3% ilustrs la sbsorcidn no homogénea
del material sntes de 18 exposicidn 8 las frecuenciss del
léser ilustrsdss en la figurs 2,

Ls figurs 4 ilustrs la sbsorcidn del masterisl
después de ls exposicidn s las frecuenciss del léser expuesg
25 tas en la figurs 2.

La figurs 5 ilustrs 1ls sslide del detector ob-
tenidé medisnte la explorscibén del ldser » lo lsrgo del may
gen de frecuencias AB.

Descripcidn de la reslizscidn ilustrativa

50 Un sistems de memoris de datos dptico adecusdo
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- pars slmacenar dstos en ls dimensidén de frecuencis para

descripeidén que cubre la funcidén lectors del sistems.

Hoja ntm. I

proporcionsr uns tercers dimensidn, se muestrs en ls figu-
ra 1. El sistema 10 incluye un léser 14 que tiene un dis-
positivo de explorscidn 12 asocisdo a é1l, que permite va-
rier 1l frecuencis del ldser, como es normsl en la técni-
cs. La luz procedente del ldser 14 ée hace passr a8 través
de un obtursdor 16, que permite que pase 8 través de 81 1ls
luz de frecuenciss seleccionsdas., Un ejemplo especifico de
las fracuenciss de léser que salen del obturador 16, que
estdn en ei punto 18, se ilustran en la figurs 2, donde se
muestran las frecuenciass M, N y P. E1 filtro 20 y el detec
tor 24 no se utilizan dursnte el ciclo de escritura, y se-

rén descritss en lo que sigue detsllasdsmente, dursnte la

El léser 14 ha de ser de.-frecuencis estabiliza
ds, sintonizsble a2 lo largo del margen de frecuenciss dév
la snchura de lines no homogénes, y hs de funcionar en hﬂ
modo de bands estrecha. El liser puede ser enfocado hasta
uns dimensidén del orden de 1 micra. Les dimensiones de'95~
te tomsfio proporcionsn densidades de msnche de log/cmg; Lo
desviscidn espacisl del léser (no mostrads) se consigue con
medios 6pticos bien conocidos en 1ls téenica.

ELl materisl de memoria 22 es uns capa o bloque
de materisl que estd destinsds s experimentar uns reaccidn
inducids por ls luz, por exposicién s la luz. Ls reaccidn
inducida por 1ls luz seris une reaccidn fotoquimica o uns
reaceién fotocrdémica, es decir, una variacidn de las pro-
piedades Opticas de los materisles, inducids por la luz. E]
moterisl implica uns resccidn de los Stomos, moléculas o

agregodos moleculares, que puede ser reversible o permanen-

te., Bl materisl debe mostrar tsmbién un enssnchemiento de
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—1ines de sbsorciém no homogénes, en uns mstriz no homogé-
nea, tal como se muestra en la figurs 3. En la fizurs 3,
un materisl tiene uns lines de sbsorcidén no homogénea que
se prolongs a8 lo largo de un mergen de frecuenciss de A s
B, Un ejemplo de un materisl que experiments uns reaccidn
fotocrdmica reversible, es la porfirina de bsse libre,
H2P, en uns cilerts matriz., Un ejemplo de un materisl que
experiments una resccidn fotoquimics irreversible, es la
tetrszina., Otros ejemploé de materisles son el andlogo de
porfirinsg deuterada, D2P, las ftslocisnine y la tetrsfenil-
porfirina. Otros materiales que muestran enssnchamiento de
lines de sbsorcibén no homogénes, en uns matriz no homogé-.
nea, y que experimentsn uns resccidn inducids por la luz,
por exposicidén & ls luz, pueden utilizsrse en la préctics”
de esta invencidn.

De scuerdo con esta invencidn, cusndo ls-luz
del léser, que tiene uns frecuencia M (mostrada en la figud
rs 2), por ejemplo, radiscidn ultrsvioleta, visible o infrg
rroja, entrs en ls peliculs o bHloque 22 de material de ﬁéé
moria, que tiene uns sbsorcidn no homogénes con ls snchurs.
de bands AB (mostrads en la figurs 3), el léser produce un
hueco M', como se muestra en ls figura 4, que corresponde
a un bitio de datos. Este fendmeno se conoce como(produc—
c¢idén de un hueco fotorresctive dptico y su mecanismo es con
pletamente diferente de la ssturscibn bptics de la técnics
snterior (Szebo), que depende de intensidades elevades. En
la produccibén de un hueco fotorreactivo dptico, ciertss mo-
léculas experimenten vsrisciones estructurales o quimicas
pars proporcionar productos no voldtiles que poseeﬁ diferen

tes propiedades bpticss que las moléculass de partids. Este

focs
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~fendmeno tiene luger tonto a intensidedes bajss como 3 in-
tensidedes sltes; utilize el estado fundamentsl de las mo-
léculas, 8l contrsrio que el fendmeno de saturscidn Gptics
que utilize los estados excitados. DLs intensidsad de ls luz
solamente afects 8 la velocidad de escriturs. La fotoqui-

mics de este tipo de produccibn de hueco implics solamente
g aquellss moléculss que absorben pars uns clerta frecuen-
cis, en este caso, la M. Lass otras moléculas del meterial

que sbsorben psra frecuenclss distintas de M, quedan inal-
teradas, pﬁesto que no perticipsan en la reaccidn inducids

por la luz.

Después de que se ha creado o producide el hue-
co pera la frecuencis N, el léser 14 y el obturador 16 se
ajusten de tal msners que la luz del ldser, que tiene Ta.
frecuencis N (mostrsds en la figura 2) entrs en el moterisl
22 pars producir un hueco H', como se muestra en lo figﬁfa
4, Iss otras moléculas del msterisl que obsorben pars fre-
cuencios distintas de N, quedsn inaltersdas, puesto gque hq
perticipan en la resccidn inducids por la luz. h

De menera similsr, cuendo ls luz del ldser tie-
ne una frecuencis P, solamente squellss moléculss que sbsor
ben psrs la frecuencis P, rescclonan pars producir un hueco
P', como se muestrs en la figurs 4,

Une vez gue se han cresdo los huecos o bitios
de detos M, I y P, los huecos representan un producto no vo
14til ‘o permanente, es decir, los huecos permenecen inslte-
rados cusndo se desconecta la luz del liser., Ls durscidn de
los bitios de datos corresponde a la duracidén del producto
de resccidn por la luz, que es del orden de ailos.

La caracteristics de ls memoris de este inven~
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cibn reside en le sintonizacibén de ls frecuencis del léser
psra producir varios huecos en la lines AB ensanchads y no
homogénea. E1 nimerc de bitios en la dimensibén de frecuen-
cia, es decir, el nfmero de huecos, estd determinado por
N = 1AW;/AVg, 18 relscibn de 1ls snchurs de bands no homo-
géneg 8 la anchurs del hueco. Por ls bibliografis se sabe
queZXWH es tan estrecho como 10 MHZ para slgunos sistemss
2 bajss temperaturas, y se ssbe que L;WI ha de ser tan sn-
¢ha como 107 GH; pars otros sistemes. Un sisteme que conteﬂ
gs estos dééAextremos seris capaz de proporcionsr tantos bij
tios como de 10% 3 105, en una bands de sbsorcibén como és-
ts. Como é&Wﬁ es en ls mayor parte de los casos, mucho més
pequeiic 3 bajss tempersturss, y como ASWj:es substencislien
te independiente de la temperstura, la capacidasd de almace—
nemiento de la memoris es mayor pers tempersturss de funcig)
namiento bajas. -
La lecturs de los datos puede efectusrse de va-
riss maneras. Un método se muestra en la figurs 1, en la
cusl los mismos elementos Opticos de léser que se utilizaﬁ
psra la escrituras, se utilizsn tembién psrs ls lecturs. 3in|,
embargo, le intensided de ls luz procedente del liser 14 se
hace pasar & trevés de un filtro 20, que reduce ls intensi-
ded de la luz, pars evitsr la nuevs produccidn de un hueco,
como se efectud en el procedimiento de escriturs. Uns luz
de léser explors 8 lo largo de un margen de frecuenciss que
es mayor que de A 8 B, a través del filtro 20 y del materia]
de meﬁoria 22, penetrando en un detector 24. Tios datos, tal
como se muestra en la figurs 5, se obtienen del detector 24
Te sslids del detector muestrs mdximos pars las frecuenciss

M, N" y P", donde se habisn producido prevismente huecos.
3 y £,
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~ Los méximos M", N" y P" de ls sslids del detector corres-
ponden a bitios de memoris de informacibn "1", y lss sali-
das cero del detector son bitios de informscidn "Q". !

Ia lecturs y ls escriturs de los bitios de ds-
tos puede efectusrse con el msteriel de memoris de ests in
vencibn, ubtilizendo uns disposicidn de elementos dpticos
diferente que la que se muestrs en la figura 1, como seris
gabido por un experto en la técnica. Por ejemplo, se puede
utilizar un modulador de intensidad (no mostrado) pars reeA
plazar el 6bturador 16 y 81 filtro 20, efectuando de este
modo tanto la conexibén de la funcidn de la luz, como 1la re+
duccibn "stenuacidén de le luz" de la funcién de la luz. .

Existen modos slternstivos pers leer ls infor-
macidn mediante el uso de varios estados excitados de uﬁa
molédcula, Por cjemplo, un materisl psriticulsr tendris ten-
to un estado excitsdo de singlete como de triplete. Supo-
niendo que sclamente uno de los estados ses fotorreactiﬁo;
por ejemplo el singlete, entonces lo informecidn se esdrié
biria en el modo de singlete y.podria ser leids, de meners
no destructiva, en el modo de triplete. Otrs maners seris’
utilizar dos ldser de diferentes longitudes de onds en el
modo de escriturs, y un ldser en el modo de lecturs.

Otro método para leer le informacidn se bssa-
ria en utilizar lss coarscteristicas de reflectividad o flug
rescencis del materisl, en lugar de las caracteristicas de
absorcidn.

La parte precedente de 1ls memoris ha descrito
el uso de la dimensidn de frecuencis con un sisteme de me-
moris espaciolmente bidimensional, con uns caps de materiall

ars proporcionsr un sisteme de memoris éptico tridimensio-]
D
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nsr un sistema de memoris tetrsdimensionsl.

invencibn.
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9

—nal. L perte precedente es aplicsble toambién s un siste-
me de memoria hologréfico tridimensional, como es conocido

en la técnica, con un blogue de meterisl, psrs proporcio-

Aunque se ha descrito una reslizacidén preferi-
de de ests invencidn, se entiende que pueden efectuarse nu

merosss vserisciones de scuerdo con los principios de ests
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~ REIVINDICACIONES -

Los puntos de invencibén propia y nueva que se
presentan para que sean objeto de esta solicitud de Paten-
te de Invencién en Espafia, por VEINTE afios, son los que se
recogen en las reivindicaciones siguientes:

la,~ Un sistema para almacenar dpticamente da-
tos sobre un material fotosensible por medio de la acciébn
de un léser, caracterizado porque comprende un medio de al-
macenamiento de un material que presenta al menos una linea
de absorcién ensanchada de modo no homogéneo en la gama de
frecuencias de la radiacién léser, y cuyo material estd des
tinado a experimentar selectivamente una reaccidn persisten
te fotoinducida, implicando a las moléculas, por exposicibn
a la luz en una pluralidad de bandas estrechas de frecuenci
dentro de dicha linea de absorcibn ensanchada de modo no ho
mogénec, cuyas reacciones cambian selectivamente las propie
dades 6pticas de dicho material, y al menos un primer léser
sintonizable en frecuencia y destinado a inscribir tal in- |
formacién no volétil sobre dicho material en un modo de ban
da estrecha.

228, Un sistema segln la reivindicacibn lé, ca-
racterizado porque dicho material experimenta una reaccién
reversible inducida por la luz.

%8,- Un sistema segfin la reivindicacién la, ca-
racterizado porque dicho material experimenta una reaccién
irreversible inducida por la luz.

42,- Un sistema segin la reivindicacién 12, ca-

racterizado porque dicho material experimenta. una reaccién
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C 5§.-‘Un‘sis%emé segﬁn'laﬂfeivindicacién la, ca-
racterizado porque dicho material experimenta una reaccibn
fotocrénica.

6&2.- Un sistema segin la reivindicacién 12, ca-
racterizado porque dicho primer l&ser esté destinado también
a leer dicha informacién con ayuda de medios atenuadores de
luz adicionales y un detector.

74.- Un sistema segln la reivindicacién 12, ca-
racterizado porque dicho l&ser est& destinado a explorar di
cho material linea a linea, para barrer la frecuencia Opti-
ca durante cada exploracién y para controlar un obturador
6ptico a fin de transmitir luz de frecuencia seleccionada
solamente. .

8&,- Un sistema segflin la reivindicacién lz, ca-
racterizado porque incluye un segundo léser destinado a lee:
dicha informacién. -

02,- UN SISTEMA PARA ALMACENAR OPTICAMENTE DA~
TOS SOBRE UN MATERIAL FOTOSENSIBLE POR MEDIO DE LA ACCION
DE UN LASER.,

Tal y como se ha descrito en la Memoria que an-
tecede, representado en los dibujos que se acompaiian y con
los fines que se han especificado. |

Esta Memoria consta de once hojas escritas a mé

quina por una sola cara.
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